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La presente invencifin se refiere s una alarma elec~ .
trénica que utiliza un tiristor como slemento de memoria -
para la realizacién de la secuencia tipica, o sea, almaceng
miento de fa sefial de aparicibn de un defecto (escaldn dé -
tanéiﬁn). presentande la ventaja de la sencillsz da.un-ela-.
mento Gnico de memorisk de dimensiones reducidas,

E) conjunto de reivindicaciones camprende las Siw—-
guientes partes y elementosy

= Bloque de entrada de defecto, comprendiendc un =
sisteﬁa antirruido y de mejora de fléncas de la seflal de de
fecto, como escaldn de tensién.

- Bloque formador de impulso de disparo del tirig--
tor como memoxia.

=~ Memoria con filtro antirruido de alimentacién,

= Realimentacién de defecto permanente, (defecto -
que permansce después de la seffal ds enterada).

= Circuito de puerta ¢ para sefializacifén, con sefia-
les de tensifin de entrada de

1 ~ memorizacifn de aparicifn defecto.

2 ~ defecto permanents,

3 - seflal de intermitencia,

Concretaremos las caractar!gticas del sistema que =
se reivindica con refersncia a los asquemas adjuntos, que &
corresponden unicamente a una forma de interpretacién del =
dispositivo elfctrénico anteriormente descrito, de forma que

cualquier otro esquama equivalente slectrénicemente al réw.
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flejado en dichas figuras no ser8 sino una variante iguale
mente comprendida y protegida por el siguiente registro.

El esquema o figurs 1 ss rafiera a los bloques funciow
nales y enumera los siguientes elementas: 1) Blogus de en-
trada. 2) Bloque de impulso de disparos. 3) Memoria., 4) «
Puerta y 5) Realimentacifn defecto, siendo D Bl contacto -
de defecto, £ el enterado, C comprobacifn y L l&mpara.

El esquema o figura 2 se refiere al circuito prictico-
con la lista de componesntes,

El bloque de entrada de defecto, constituido por las =
resistencias R; Ry y Ry4 8l condensador Cj el diodo zener-
Dzl y el Diac, produce a partir de un impulso positivo de
tensién (aparicién de defecto), con flanco de subida lento
y defectuoso, ntro impulse perfectamente preformade apto -
para sl posterior almacenamiento, los impulsos superiores-
al normal, con Rl4 - Dzl, rebotes, ruidos stc. en R2 « BRI =
Cl, y flancos malos sn DIAC,

- Bloque formador de impulseos de disparo, constituido
por los condensadores C2 y CS5, Las resistencias R4 y RG, y
el diode D1, produce a partix de un impuléo pasitivo de tep
8ifn (reflejo del defecto), un impulso de disparo, que pos-
teriozmente ss memorizars (aparicifn de defectn) ya prefors
mada en sl bloque anterinx,.

= Memoria con filtro antirruido de alimentacibn, conge-
tituide por las resistencias Rl, R7, RB8 y R9, los condensa-

dores C3, C4, el diodo DT y el tiristor TIR, almacena la =
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| aparicién de un defecto, aunque este sea transitoric, se bo-
| Tra lo almaceéado en cuanto aparece la tensién de alimenta--
{ cién & la memoria, esto suceds cuandoc pulsamos enterads, =
f contacto normalmente cerrado a trabfs dal cusl se alimentaba.
{E1 tir@stor TIR recibe alimentacifn a través del diado D7y =

| S ha previsto un circuitoc de retardo R1-C3, pars evitar que

ante impulses positivos de teneifn (soltar pulsador de entea..

rado o dar alimentacifn), se redispare el tiristor poxr dv/dt

R7-R9 es un divisor de tensifn para que a8l almacenarsSe apfew.

ricién dg defecto, tiristor conduciendo, la salida de membes
ria no se la teneifn positiva directa. El bloque prevae una-
serie de elementos antixruide eléctrico, que evitan falsas =
maniobras.

- Realimentacién de defecto parmanente, constituido por
la resistencia RS y el t:anasiéfo: T1l, toma la sefial de de-
fecto desde sl bloque de entrada, si después de borrada laf
memoria continua sl defecto,

« Circuito de puerta para sefializacién, constituido per
los diodeos D2, D3 y D9, las resistencizs R16, R1l, los dio-
dos zener Dz2 y Dzl y el transistor T2. A través de D8 se «
reciben los impulsos de intermitencia por D3~ R16, compro--
bacifn de lémpara por D3 sefal de defectorpermanente y por-
D2 la sefial de defecto memoFizado intermitente. Cuando est8
memorizado o sea desds que mparecif hasta que se pulsa "“en-

terado® la salida es intermitente, si despues de pulser =
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"pntarado® permanece al defecto (defecto permanente), la
salida de gefal fija, pero si has desaparecide (defecto -
transitorie) no existe asfial a la salida,

S5i damos sefal de comprobacifn, spareceri sefial fija
a la salida. La etaps de amlida constituida por Dz2, Rll,
T2 y D23 88 una etapa smplificadora con precalentamiento-
(Dz3),

Degcxrita suficientemsnte la naturaleza de la presente
invencifn, ee hace constar exprssamente que cualquier moe
dificacifn de detalls que pudiera introducirse se considg
rarfiainclulda dentro de la misga, en tanto no alters suge
caracterfsticas fundamentsles.

Pox Gltimo, s2 declaran de novedad y propia invencién
les siguientes

VINDICAC NES

1%),~ SISTEMA DE ALARMA ESTATICA CON MEMORIZACION POR
TIRISTOR, caracterizado msencialmente por comprender los
siguientes elementos: bloque de entrada de defecto, con =
sistema antirruvido y de mejores de flancos de la sefial dee
dafecto, como escalbn de tansiﬁns blaque formador de ime-

pulsos de disparc del tiristor como memoria; memoria cone

filtro antirruido de alimentacifing realimentacidn de deee

fecto pormanente; circuito de puerta para sefializacifn,

con seffales de tensifn de antrada de memoxrizacifn de apaw
ricién defecto, defecto permanente y sefal de intermitenw

.

CLBe
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22),~ SISTEMA DE ALARMA ESTATICA CON MEMORIZACION POR
TIRISTOR, seglin la reivindicacifin 12, caractsrizado por el
hecho de que el bloque de entrada de defecto estf constitul
do por las resistencias Rz, Ry y Ry4, el condensador,Cyy 8l
diodo zener Dzj y el Diac, produciends a pertir de un impule
so positivo de tdnsién (aparicifin ds flefecto), con flanco de
subida lento y dafectuoéd, otro impulso perfectamentes prew.
formado, apto para sl pmsterior almacenamisnto, los impulee
sos superiores al normal, con Ryg - Dzj, rebotes ¥y ruidos,
en Rz = Ry « C1, y flencos malos en Diac,

32),= SISTEMA DE ALARMA ESTATICA CON MEMORIZACION POR
TIRISTOR, segln la reivindicacifin 12, caracterizado por el
hecho de due el bloqus formadﬁr de impulsos de disparo eétﬁ
constituide por los condensadores Ca y €5, las resistencias
Ry ¥ Rg ¥ el diedo D1, produciendo a partir de un impulso -
positive de tensién (reflejo del defecto) un impulso de dig
paro, que posteriormente se memorizaré (aparicidn de defec-
to) ya preformado en el bloque anteriar,

48),~ SISTEMA DE ALARMA ESTATICA CON MEMORIZACION POR
TIRISTOR, seglin ®a revindicacién i!. caracterizado por el
hecho de que la memoria con filtro antirruido de alimenta-
cifn, constituida por las resisrencias Rl’ R7s RB y Rg, los
condensadores C3 y €4, 8l diodo Dy y el tiristor TIR, alma~
cena la aparicién de un defecto, aunque sea transitorio, bp

rrando lo almacenado en cuanto aperece le tensién de alimen
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tacién a la memorim, lo que sucede cuando se pulsa sl ente

] *mdo, cuﬁtacta normalmente cerrado a través del cual se alj

mantaba; el tiristor recibe alimentacién a través del diode-

Dyt habiendose previsto un circuito de retarde Ry - C3, pa=

{ ra svitar que ants impulsos pusitiv&s de tensifn se rcdisgg

re sl tiristor por dv/dt; siendo R7 - Rg un divisnr.da tan~-

sién para que al almacenarse aparicifn de defecto, tiristor

conduciendo, la sslida de wmemoria no ssa la tensifn positi-
va directa, eatando pravistos en el bloque unos elsmentos -
antirruido sléctrico quz evitan falsas manicbras.

5%),. SISTEMA DE ALARRR ESTATICA CON MEMORIZACION POR
TIRISTOR; sagln la reivindicacifin 12, caracterizadoc por el-
hacha de que la raalimentecifin de defecto permanents, cons-
tituide por la resistancia Ry y el transistor Ty, toma la =
seffal de defecto desde el bloque de entrada, si despufs de-
borrada la memoria continua sl defacto.

6%),~ SISTEMA DE ALARMA ESTATICA CON MEMORIZACION POR
TIRISTOH, sagﬁg la raivindicacidn 1%, casracterizade por ele .
hecho ds que a8l circuito de puerta ﬁaravaaﬁalizanidn. CONBe
tituido por los diodos D,, D3 y Dg, las resistencias Rig y-
Rll’ las diodos zener Dz2 y Dz3 y el transistor Ty, recibe-
e través de Dg los impulsos de intermitencia por Dg —7R15,-
comprobacifn de l&mpara por D3, seilal de defecto parmaﬁante
y pexr Dz la gefal de dafecto memorizado intermitente; cuane

do est§ memorizado, o ses desde que aparecié hasta que se «



pulsa enterado, la salida es intermitente, y si desspues de
155 pulsar enterado permanece el defecto, la salida es la sew-w
Hal fije, pero si ha desaparecido no existe sefial a la sa=
lida; si se da sefial de comprobacifn, apareceﬁé sefial Tija
a la salida; siends la etapa de salida, constituida’'por =
Dz2, Ryys Ty y Dz3, una etapa emplificadora con precalenta-
160 misnto (Dz3),

78)s= SISTEMA DE ALARMA ESTATICA CON MEMORIZACION POR
TIRISTOR,

Todo elle, tal y como queda expuesto en la presente -
memoria descriptiva, que consta de ocho hajas, foliadas y
168 macanografiadas por une sole de sus caras y a dos espacios
y hoja de planos adjunta.

Madrid, 26 de Diciembre 1,574

Marla Regla Ruiz-Granodet,

Por Pader Ak ul‘

———— s
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